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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貫通孔を有する基材と、前記基材上に積層され、且つ導通ビアを形成した絶縁性樹脂層
と、前記絶縁性樹脂層上に積層された配線群とを有する配線回路基板であって、
　前記貫通孔内に形成される第１の無機密着層と、
　前記第１の無機密着層上に第１の導電層を積層することによって形成される中空状の貫
通電極と、
　金属粉と樹脂材料との混合物を前記貫通電極内に充填することによって形成される穴埋
め樹脂と、
　前記貫通電極の上下端を被覆する第２の導電層とを備える、配線回路基板
【請求項２】
　前記貫通電極と前記第２の導電層との間に設けられる第２の無機密着層と、
　前記第２の無機密着層の上に設けられ、ランドと配線とを有する第１の配線群を更に備
える、請求項１に記載の配線回路基板。
【請求項３】
　前記第１の配線群を被覆する前記絶縁性樹脂層の熱膨張率が、前記第１の導電層及び前
記第２の導電層の形成材料の熱膨張率より高いことを特徴とする、請求項２に記載の配線
回路基板。
【請求項４】
　前記穴埋め樹脂の熱伝導率が１Ｗ／ｍ・ｋ以上であることを特徴とする、請求項１から
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３のいずれか１項に記載の配線回路基板。
【請求項５】
　前記第１の無機密着層が、酸化錫、酸化インジウム、酸化亜鉛、ニッケル、ニッケルリ
ン、クロム、酸化クロム、チッ化アルミ、チッ化銅、酸化アルミ、タンタル、チタン、銅
からなる群より選ばれる１種類の材料よりなる単層膜、もしくは、２種類以上の材料より
なる単層膜、または、２種類以上の材料を積層した積層膜であることを特徴とする、請求
項１から４のいずれか１項に記載の配線回路基板。
【請求項６】
　前記第１の導電層及び前記第２の導電層を形成する導電性材料が、銅、銀、金、ニッケ
ル、白金、パラジウム、ルテニウム、錫、錫銀、錫銀銅、錫銅、錫ビスマス、錫鉛よりな
る群から選ばれるいずれかの単体金属、または、二つ以上の化合物であることを特徴とす
る、請求項１から５のいずれか１項に記載の配線回路基板。
【請求項７】
　前記穴埋め樹脂が、銅、銀、金、ニッケル、白金、パラジウム、ルテニウム、錫、錫銀
、錫銀銅、錫銅、錫ビスマス、錫鉛からなる群より選ばれる少なくとも一つの金属粉と、
エポキシ／フェノール系樹脂、ポリイミド樹脂、シクロオレフィン、ＰＢＯ樹脂からなる
群より選ばれるいずれかの樹脂材料との混合物よりなることを特徴とする、請求項１から
６のいずれか１項に記載の配線回路基板
【請求項８】
　前記絶縁性樹脂層が、エポキシ／フェノール系樹脂、ポリイミド樹脂、シクロオレフィ
ン、ＰＢＯ樹脂からなる群より選ばれる１種類以上の材料よりなる、請求項１から７のい
ずれか１項に記載の配線回路基板。
【請求項９】
　前記基材がガラスからなることを特徴とする、請求項１から８のいずれか１項に記載の
配線回路基板。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の配線回路基板と、
　前記配線回路基板に実装された半導体素子とを備えることを特徴とする、半導体装置。
【請求項１１】
　配線回路基板の製造方法であって、
　基材に貫通孔を形成する工程と、
　前記基材の両面と前記貫通孔の内周面とに無機材料からなる第１の無機密着層を形成す
る工程と、
　前記第１の無機密着層の上に導電性材料からなる第１の導電層を積層することによって
、前記貫通孔内に中空状の貫通電極を形成する工程と、
　前記貫通電極内に、金属粉と樹脂材料との混合物よりなる穴埋め樹脂を充填する工程と
、
　前記基材の両面に積層された前記第１の導電層を肉薄化する工程と、
　前記貫通孔内の前記第１の導電層の両端部を覆うように、導電性材料よりなる第２の導
電層を形成し、前記貫通電極の上下端を被覆するとともに第１の配線群を形成する工程と
、
　前記第１の配線群を被覆する絶縁性樹脂層を形成する工程と、
　前記第１の配線群上にある前記絶縁性樹脂層の一部にビア孔を形成する工程と、
　前記絶縁性樹脂層上に導電性物質よりなる第２の配線群及び導通ビアを形成する工程と
を備える、配線回路基板の製造方法。
【請求項１２】
　配線回路基板の製造方法であって、
　基材に貫通孔を形成する貫通孔形成工程と、
　前記基材の両面と前記貫通孔の内周面とに無機材料からなる第１の無機密着層を形成す
る工程と、
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　前記第１の無機密着層の上に導電性材料からなる第１の導電層を積層することによって
、前記貫通孔内に中空状の貫通電極を形成する工程と、
　前記貫通電極内に、金属粉と樹脂材料との混合物よりなる穴埋め樹脂を充填する工程と
、
　前記基材の両面に積層された前記第１の無機密着層及び前記第１の導電層を除去する工
程と、
　前記基材の両面と前記貫通電極上とに無機材料からなる第２の無機密着層を形成する工
程と、
　前記第２の無機密着層上に導電性材料からなる第２の導電層を形成し、前記貫通電極の
上下端を被覆するとともに第１の配線群を形成する工程と、
　前記第１の配線群を被覆する絶縁性樹脂層を形成する工程と、
　前記第１の配線群上にある前記絶縁性樹脂層の一部にビア孔を形成する工程と、
　前記絶縁性樹脂層上に導電性物質よりなる第２の配線群及び導通ビアを形成する工程と
を備える、配線回路基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記基材がガラスからなること特徴とする、請求項１１または１２に記載の配線回路基
板の製造方法。
【請求項１４】
　半導体装置の製造方法であって、
　請求項１１から１３のいずれか１項に記載の配線回路基板の製造方法により、配線回路
基板を形成する配線回路基板形成工程と、
　前記配線回路基板に導通パッドを形成する導通パッド形成工程と、
　前記導通パッド上に半導体素子を固定する半導体素子固定工程とを備えることを特徴と
する、半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線回路基板（インターポーザー）や半導体装置、特に、パッケージ基板と
半導体素子との間に介在する配線回路基板や、半導体素子を接続するための配線回路基板
を備える半導体装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ファインピッチの半導体素子をドータボード等の外部基板と接続するために、パ
ッケージ基板が用いられている。パッケージ基板の材料としては、セラミックまたは樹脂
が用いられている。
【０００３】
　ここで、セラミックパッケージ基板は、焼成したメタライズを用いるため、抵抗値が高
くなる。さらに、セラミックの誘電率は高く、高周波、高性能の半導体素子を搭載するこ
とが難しい。一方、樹脂製パッケージ基板は、めっきによる銅配線を用いるため、配線抵
抗を下げることが可能であり、樹脂の誘電率は低く、高周波、高性能の半導体素子を搭載
することが相対的に容易である。
【０００４】
　ここで、パッケージ基板と半導体素子との間にインターポーザー（配線回路基板）を介
在させる技術として、例えば、特許文献１～特許文献４の技術がある。また、近年では、
ハイエンド向けのインターポーザーとして、基板の材質にシリコンやガラスを用いたイン
ターポーザーの研究が活発に行われるようになり、大きな注目が集まっている。
【０００５】
　基材としてシリコンやガラスを用いたインターポーザーでは、内部に貫通穴を形成し、
その貫通穴を導電性物質で充填するＴＳＶ（Ｔｈｒｏｕｇｈ－Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｖｉａ）
や、ＴＧＶ（Ｔｈｒｏｕｇｈ－Ｇｌａｓｓ　Ｖｉａ）と呼ばれる技術が用いられることが
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大きな特徴である。この技術により形成された貫通電極は、表裏を最短距離で接続するこ
とで配線長が短縮され、信号伝送速度の高速化等、優れた電気特性が期待されている。
【０００６】
　また、線膨張係数が半導体素子と同等、もしくは、半導体素子に近い値となるため、加
熱時の基板寸法変化が小さくなり、より高密度な実装・高密度配線を実現する可能性があ
る。さらに、貫通電極を採用することで、多ピン並列接続が可能となり、ＬＳＩ自体を高
速化させるが必要無く、優れた電気特性が得られるため、低消費電力化の実現が期待され
ている。
【０００７】
　特に、近年では、ガラスを基板の材質として用いたガラスインターポーザーに大きな注
目が集まっている。また、ガラスインターポーザーへの大きな関心の一つとして、低コス
ト化の実現が挙げられる。それは、シリコンインターポーザーが、ウエハサイズでしか製
造できないのに対し、ガラスインターポーザーは、大型パネルでの大量処理が可能である
と考えられており、これまでハイエンド向けのインターポーザーで大きな課題とされてい
た、コストの問題を解決できる可能性があるためである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－１０２４７９号公報
【特許文献２】特開２００２－３７３９６２号公報
【特許文献３】特開２００２－２６１２０４号公報
【特許文献４】特開２０００－３３２１６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、ガラスインターポーザーを設計するにあたり、いくつかの克服すべき課
題も多い。その課題の１つとして、ガラス基板は熱伝導性が低く、またガラスと密着が得
られる導電材料が限られるため、半導体素子の発熱の放熱が不十分となり半導体素子の駆
動が阻害されるという問題や、半導体素子とガラスインターポーザーの構成材料とのＣＴ
Ｅ（Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ：熱膨張率）
差により、導通破壊をおこしてしまうという問題がある。また実装時の高温プロセスや信
頼性試験の温度サイクル等により、銅等からなる導電層パターンが、ガラス面から剥離し
てしまうという現象が発生する。
【００１０】
　本発明は、このような問題点を解決しようとするものであり、半導体素子からの発熱を
効率的に放熱し、ガラス基板と導電層パターンの密着力を向上することで、充分な信頼性
を有することが可能な配線回路基板、半導体装置、配線回路基板の製造方法、半導体装置
の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る配線回路基板は、貫通孔を有する基材と、基材上に積層され、且つ導通ビ
アを形成した絶縁性樹脂層と、絶縁性樹脂層上に積層された配線群とを有するものであっ
て、貫通孔内に形成される無機密着層と、無機密着層上に第１の導電層を積層することに
よって形成される中空状の貫通電極と、金属粉と樹脂材料との混合物を貫通電極内に充填
することによって形成される穴埋め樹脂と、貫通電極の上下端を被覆する第２の導電層と
を備える。
【００１２】
　貫通電極と第２の導電層との間に設けられる第２の無機密着層と、第２の無機密着層の
上に設けられ、ランドと配線とを有する第１の配線群を更に備えても良い。
【００１３】
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　また、第１の配線群を被覆する絶縁性樹脂層の熱膨張率が、第１の導電層及び第２の導
電層の形成材料の熱膨張率より高いが好ましい。
【００１４】
　また、穴埋め樹脂の熱伝導率が１Ｗ／ｍ・ｋ以上であることが好ましい。
【００１５】
　また、無機密着層が、酸化錫、酸化インジウム、酸化亜鉛、ニッケル、ニッケルリン、
クロム、酸化クロム、チッ化アルミ、チッ化銅、酸化アルミ、タンタル、チタン、銅から
なる群より選ばれる１種類の材料よりなる単層膜、もしくは、２種類以上の材料よりなる
単層膜、または、２種類以上の材料を積層した積層膜であることが好ましい。
【００１６】
　また、第１の導電層及び第２の導電層を形成する導電性材料が、銅、銀、金、ニッケル
、白金、パラジウム、ルテニウム、錫、錫銀、錫銀銅、錫銅、錫ビスマス、錫鉛よりなる
群から選ばれるいずれかの単体金属、または、二つ以上の化合物であることが好ましい。
【００１７】
　また、穴埋め樹脂が、銅、銀、金、ニッケル、白金、パラジウム、ルテニウム、錫、錫
銀、錫銀銅、錫銅、錫ビスマス、錫鉛からなる群より選ばれる少なくとも一つの金属粉と
、エポキシ／フェノール系樹脂、ポリイミド樹脂、シクロオレフィン、ＰＢＯ樹脂からな
る群より選ばれるいずれかの樹脂材料との混合物よりなることが好ましい。
【００１８】
　また、絶縁性樹脂層が、エポキシ／フェノール系樹脂、ポリイミド樹脂、シクロオレフ
ィン、ＰＢＯ樹脂からなる群より選ばれる１種類以上の材料よりなることが好ましい。
【００１９】
　また、基材がガラスからなることが好ましい。
【００２０】
　本発明に係る半導体装置は、上記のいずれかの配線回路基板と、配線回路基板に実装さ
れた半導体素子とを備える。
【００２１】
　本発明に係る配線回路基板の製造方法は、基材に貫通孔を形成する工程と、基材の両面
と貫通孔の内周面とに無機材料からなる第１の無機密着層を形成する工程と、第１の無機
密着層の上に導電性材料からなる第１の導電層を積層することによって、貫通孔内に中空
状の貫通電極を形成する工程と、貫通電極内に、金属粉と樹脂材料との混合物よりなる穴
埋め樹脂を充填する工程と、基材の両面に積層された第１の導電層を肉薄化する工程と、
貫通孔内の第１の導電層の両端部を覆うように、導電性材料よりなる第２の導電層を形成
し、貫通電極の上下端を被覆するとともに第１の配線群を形成する工程と、第１の配線群
を被覆する絶縁性樹脂層を形成する工程と、第１の配線群上にある絶縁性樹脂層の一部に
ビア孔を形成する工程と、絶縁性樹脂層上に導電性物質よりなる第２の配線群及び導通ビ
アを形成する工程とを備える。
【００２２】
　あるいは、本発明に係る配線回路基板の製造方法は、基材に貫通孔を形成する貫通孔形
成工程と、基材の両面と貫通孔の内周面とに無機材料からなる第１の無機密着層を形成す
る工程と、第１の無機密着層の上に導電性材料からなる第１の導電層を積層することによ
って、貫通孔内に中空状の貫通電極を形成する工程と、貫通電極内に、金属粉と樹脂材料
との混合物よりなる穴埋め樹脂を充填する工程と、基材の両面に積層された第１の無機密
着層及び第１の導電層を除去する工程と、基材の両面と貫通電極上とに無機材料からなる
第２の無機密着層を形成する工程と、第２の無機密着層上に導電性材料からなる第２の導
電層を形成し、貫通電極の上下端を被覆するとともに第１の配線群を形成する工程と、第
１の配線群を被覆する絶縁性樹脂層を形成する工程と、第１の配線群上にある絶縁性樹脂
層の一部にビア孔を形成する工程と、絶縁性樹脂層上に導電性物質よりなる第２の配線群
及び導通ビアを形成する工程とを備えても良い。
【００２３】
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　上記の配線回路基板の製造方法において、基材がガラスからなることが好ましい。
【００２４】
　また、本発明に係る半導体装置の製造方法は、上記のいずれかの配線回路基板の製造方
法により、配線回路基板を形成する工程と、配線回路基板に導通パッドを形成する工程と
、導通パッド上に半導体素子を固定する工程とを備える。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、半導体素子の発熱を配線回路基板経由で効率よく放熱することで半導
体素子の温度上昇を抑え、駆動を安定化することができる。さらに、熱膨張、熱収縮によ
る導電層パターンの剥離を防止することで充分な信頼性を有することが可能な、配線回路
基板、半導体装置、配線回路基板の製造方法、半導体装置の製造方法を提供することが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第一実施形態の配線回路基板の構成を示す断面図
【図２】本発明の第一実施形態の半導体装置の構成を示す断面図
【図３】本発明の第一実施形態の配線回路基板の製造方法を示す図
【図４】本発明の第一実施形態の配線回路基板の製造方法を示す図
【図５】本発明の第一実施形態の配線回路基板の製造方法を示す図
【図６】本発明の第一実施形態の配線回路基板の製造方法を示す図
【図７】本発明の第一実施形態の配線回路基板の製造方法を示す図
【図８】本発明の第一実施形態の配線回路基板の製造方法を示す図
【図９】本発明の第一実施形態の配線回路基板の製造方法を示す図
【図１０】本発明の第二実施形態の配線回路基板の製造方法を示す図
【図１１】本発明の第二実施形態の配線回路基板の製造方法を示す図
【図１２】本発明の第二実施形態の配線回路基板の製造方法を示す図
【図１３】本発明の第二実施形態の印刷回路基板の製造方法を示す図
【図１４】本発明の第二実施形態の印刷回路基板の製造方法を示す図
【図１５】本発明の第二実施形態の印刷回路基板の製造方法を示す図
【図１６】本発明の第二実施形態の印刷回路基板の製造方法を示す図
【図１７】比較例の印刷回路基板の製造方法を示す図
【図１８】比較例の印刷回路基板の製造方法を示す図
【図１９】比較例の印刷回路基板の製造方法を示す図
【図２０】比較例の印刷回路基板の製造方法を示す図
【図２１】比較例の印刷回路基板の製造方法を示す図
【図２２】比較例の配線回路基板の製造方法を示す図
【図２３】比較例の配線回路基板の製造方法を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００２８】
（第一実施形態）
　以下、本発明の第一実施形態について、図１～９を参照しつつ説明する。
【００２９】
（配線回路基板１００の構成）
　図１に示すように、配線回路基板（ガラスインターポーザー）１００は、基材１と、貫
通電極３と、無機密着層４ａ及び４ｂと、導電層５ａ及び５ｂ（導電層パターン）と、ラ
ンド６と、絶縁性樹脂層７と、配線群８と、導通ビア９と、穴埋め樹脂１４を備えている
。また、貫通電極３として、電気的導通を確保する為の貫通孔と、熱を伝導する為のサー
マルビアを形成した。貫通電極３を形成する為の貫通孔１３の径は特に規定しないが、サ
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ーマルビアの径は配線回路基板の設計で許される範囲で大きく形成することが望ましい。
【００３０】
　基材１は、ＳｉＯ２を主成分とする、ガラスからなる基板（ガラス基板）であり、貫通
孔１３を有している。
【００３１】
　ガラス基板は熱伝導率０．５５～０．７５Ｗ／ｍ・ｋ、絶縁樹脂は０．６Ｗ／ｍ・ｋ以
下と熱伝導性が低い。導電層５に使用するＣｕは熱伝導率８０～４００Ｗ／ｍ・ｋと熱伝
導性が低い。本発明の穴埋め樹脂１４の熱伝導率は１～２０Ｗ／ｍ・ｋと絶縁樹脂の２倍
から４０倍の熱伝導効果が得られる。なお、熱伝導率の測定は、ＪＩＳ：Ｒ１６１１やＲ
１６５０－３，Ｈ７８０１に従い、レーザフラッシュ法熱定数測定装置にて測定した値で
ある。
【００３２】
　また、基材１の熱膨張率は、低膨張ガラスで３～４ｐｐｍ／℃、ソーダガラスで８～９
ｐｐｍ／℃であり、製造方法や、Ｎａ等の金属成分の添加により、３～９ｐｐｍ／℃の制
御が可能である。なお、熱膨張率は、ＪＩＳ：Ｒ３１０２やＪＩＳ：Ｋ７１９７に従い、
ＴＭＡ（熱機械分析）にて測定した値である。
【００３３】
　基材１に貫通孔１３を形成する方法としては、例えば、ＣＯ２レーザーやＵＶレーザー
、ピコ秒レーザーやフェムト秒レーザー、エキシマレーザーや放電加工、感光性ガラスや
ブラスト加工等を使用可能であり、基材１の厚さや貫通孔１３の孔径で選択すれば良い。
なお、感光性ガラスは紫外線を照射することで内部に金属コロイドが形成されフッ酸への
溶解性が向上する。この非照射部とのガラス分解液への溶解性の差を用いて貫通孔を形成
することができる材料である。
【００３４】
　また、無機密着層４ａ及び４ｂの材料としては、基材１と導電性材料との密着性が高い
材料である、酸化錫、酸化インジウム、酸化亜鉛、ニッケル（熱膨張率：１５ｐｐｍ／℃
）、ニッケルリン、クロム（熱膨張率：８ｐｐｍ／℃）、酸化クロム、チッ化アルミ、チ
ッ化銅、酸化アルミ、タンタル（熱膨張率：６ｐｐｍ／℃）、チタン（熱膨張率：９ｐｐ
ｍ／℃）、銅（熱膨張率：１６ｐｐｍ／℃）等の材料が使用可能である。
【００３５】
　また、無機密着層４ａ及び４ｂは、上記の材料を、単体、または、ＩＴＯ膜（熱膨張率
：９ｐｐｍ／℃）のように、二種類以上の複合材料を単層にて使用する事が可能である。
また、無機密着層４は、クロム／銅、チタン／銅のように、二種類以上の複合材料を２層
以上の積層膜にて使用することが可能である。
【００３６】
　無機密着層４ａ及び４ｂを設けることにより、基材１と、貫通電極３（導電層５ａ）及
び導電層５ｂとの間の密着力を向上させることが可能となる。これに加え、無機密着層４
ａ及び４ｂが基材１に比べて熱膨張率が高い事で、貫通電極３（導電層５ａ）及び導電層
５ｂと基材１との線膨張係数の差によって発生する、層間にかかる応力を低減することが
可能となる。
【００３７】
　また、無機密着層４ａ及び４ｂの膜厚は特に規定しないが、０．１μｍ以上１μｍ以下
の範囲内であれば、基材１との密着性と、熱膨張率の差を緩和する効果を得ることが可能
である。また、無機密着層４ａ及び４ｂの形成方法は特に規定しないが、スパッタ成膜法
、無電解めっき法等を用いることが可能である。
【００３８】
　尚、無機密着層４ａが第１の無機密着層に相当し、無機密着層４ｂが第２の無機密着層
に相当する。
【００３９】
　貫通電極３は、導電性材料で形成されている。貫通電極３は、貫通孔１３内の無機密着
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層４ａ上に形成された導電層５ａよりなり、中空形状を有している。貫通電極３を形成す
る導電性材料としては、例えば、銅、銀、金、ニッケル、白金、パラジウム、ルテニウム
、錫、錫銀、錫銀銅、錫銅、錫ビスマス、錫鉛のうちいずれかの単体金属、または、いず
れかの単体金属の積層や化合物が使用可能であり、無機密着層４との密着性や、電気的に
接続安定性の高い材料を選定すれば良い。
【００４０】
　尚、貫通電極３を導電層５ａにより形成する代わりに、無機密着層４を形成した後に、
無機密着層４の内部に上述した第１の導電層５ａの形成材料の少なくとも１つの金属粉と
樹脂材料との混合物を充填した穴埋め樹脂により形成することも可能である。
【００４１】
　導電層５ａを形成する方法としては、無電解めっき法や電解めっき法を用いて、コンフ
ォーマルめっき形態で形成すればよい。半導体装置の高密度化により、配線や貫通電極３
の径が微細化され、貫通電極３が高アスペクト比になりフィルドめっき形態が不可能な領
域が存在する。高アスペクト比の領域ではコンフォーマルめっき形態で貫通電極３を形成
すれば良い。また低いアスペクト比の領域はフィルドめっき形態で貫通電極３を形成すれ
ば良い。
【００４２】
　なお、めっき法で形成するコンフォーマルめっき形態では、貫通孔１３の中央にスルー
ホール状の孔が残っており、この中央のスルーホール状の孔は穴埋め樹脂１４をスクリー
ン印刷法で充填すれば良い。
【００４３】
　なお、フィルドめっき形態では、基材１の両面に積層される導電層５ａ（第１の導電層
）の膜厚が厚くなるので、基材１上に微細配線を形成する為に、基材１の両面に積層され
た導電層５ａを肉薄化すればよい。この際、基材１の表面まで研磨して貫通電極３の上下
端を露出させた後、基材１上に無機密着層４ｂ（第２の無機密着層）と導電層５ｂ（第２
の導電層）を積層し配線群を形成する構成が可能である（図３～９参照）。
【００４４】
　導電層５ｂは、導電性材料で形成されており、無機密着層４ｂを介して、基材１の両面
に形成されている。導電層５ｂを形成する導電性材料としては、例えば、銅、銀、金、ニ
ッケル、白金、パラジウム、ルテニウム、錫、錫銀、錫銀銅、錫銅、錫ビスマス、錫鉛の
うちいずれかの単体金属、または、いずれかの単体金属の積層や化合物が使用可能であり
、無機密着層４ｂとの密着性や、電気的に接続安定性の高い材料を選定すれば良い。
【００４５】
　また、導電層５ｂを形成する導電性材料としては、例えば、上述した材料のうち少なく
とも一つの金属粉と樹脂材料との混合物である導電性ペーストも使用可能である。また、
導電層５を形成する方法としては、特に規定しないが、無電解めっき法や電解めっき法を
用いることが可能である。
【００４６】
　ランド６は、導電層５ｂを挟んで貫通電極３の上下端ないし貫通電極３より引き回した
配線上に形成されている。ランド６の形状は、例えば、基材１の表面と同じ高さで形成す
る形状や、基材１の表面よりも数ミクロン高く形成する形状とすることが可能である。
【００４７】
　配線群は、図３～９に示すように、貫通孔１３の内部を穴埋め樹脂１４で充填した後、
基材１の両面に積層された導電層５ｂと貫通孔１３内に充填した穴埋め樹脂１４とを基材
１の表面まで研磨除去して貫通電極３の上下端を露出させた後、基材１に無機密着層４ｂ
（第２の無機密着層）と導電層５ｂ（第２の導電層５）を積層することによって形成する
ことが可能である。配線群を形成する方法は特に規定しないが、導電層５ｂを形成した後
、配線回路となる部分を感光性レジストにて被覆し、非被覆部分をエッチング除去して形
成すれば良い。また、無機密着層４ｂを形成した後、感光性レジストにて配線回路となる
部分を開口し、開口部に導電層５ｂを形成した後、感光性レジストと無機密着層４ｂを除
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去して形成すれば良い。
【００４８】
　絶縁性樹脂層７は、導電層５ｂ上に形成されている。また、絶縁性樹脂層７は、必要な
層数が積層されている。なお、絶縁性樹脂層７の層数は、例えば、製品の設計により設定
すれば良い。
【００４９】
　また、絶縁性樹脂層７の材料としては、エポキシ／フェノール系樹脂、ポリイミド樹脂
、シクロオレフィン、ＰＢＯ樹脂のうちいずれか一つの材料、または、少なくとも二つの
材料を組み合わせた複合材料を用いることが可能である。この場合、例えば、絶縁性樹脂
層７の材料を、熱膨張率が３０～１００ｐｐｍ／℃と導電性材料よりも高く、かつ弾性率
が高い材料とすることにより、導電層５ｂを覆うことで導電層５ｂと基材１との層間にか
かる応力を減少させて、導電層５ｂの剥離を抑制する効果を付与することが可能となる。
【００５０】
　また、絶縁性樹脂層７の材料としては、例えば、ドライフィルムや液レジが使用可能で
あり、特に規定するものではない。
【００５１】
　また、配線群８は、必要な層数が積層されている。なお、配線群８の層数は、例えば、
製品の設計により設定すれば良い。配線群８の形成方法は特に規定しないが、無電解めっ
き、または、スパッタ膜をシード層として、電解めっきにて厚付けし、セミアディティブ
法やサブトラクティブ法によりパターン形成する方法を用いてもよい。
【００５２】
　導通ビア９は、絶縁性樹脂層７に形成されており、導電層５と配線群８を、電気的に接
続させている。導通ビア９は、絶縁性樹脂層７に形成したビア孔内に、コンフォーマルめ
っき等、導電性物質を充填する加工を行って形成する。
【００５３】
　絶縁性樹脂層７にビア孔を形成する方法は、例えば、絶縁性樹脂層７の材料により選択
すれば良く、絶縁性樹脂層７の材料が熱硬化性樹脂であれば、ＣＯ２レーザーやＵＶレー
ザー等を用いた加工により形成可能であり、レーザー加工の後は、レーザー加工で発生し
たスミアを除去する為にデスミア処理を行えば良い。また、絶縁性樹脂層７の材料が感光
性レジストの場合は、フォトリソ法にて形成すれば良い。
【００５４】
　以上により、本実施形態の配線回路基板１００は、多層構造の貫通電極付きインターポ
ーザーである。また、本実施形態の配線回路基板１００であれば、基材１の両面に形成し
た配線群８の間で、高い導通信頼性を実現することが可能となる。なお、図１に示す絶縁
性樹脂層７及び配線群８の必要層数や、導通パッド部の金属層の形状や高さは、一例であ
り、特に規定するものではない。
【００５５】
（半導体装置２００の構成）
　図２に示すように、半導体装置２００は、配線回路基板１００と、半導体素子１１を備
えている。配線回路基板１００は、ハンダボール１４を用いて、図示しないプリント基板
に搭載する。
【００５６】
　半導体素子１１は、図示しないハンダボールを用いて、配線回路基板１００の片面（図
２中では、上側の面）に搭載する。なお、図２に示す半導体素子１１の形状や、半導体素
子１１と配線回路基板１００との接続方式は、一例であり、特に規定するものではない。
【００５７】
　以上により、本実施形態の半導体装置２００であれば、接続対象である半導体素子１１
や配線回路基板１００との間で貫通電極３内の穴埋め樹脂１４の材料を最適化することで
、半導体素子１１の発熱を配線回路基板１００の貫通電極３を介してプリント基板側への
高い放熱効果を得るとともに、実装時の配線群８が基板１からの剥離破断を回避し、高い
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接続信頼性を実現することが可能となる。
【００５８】
（第二実施形態）
　以下、本発明の第二実施形態について、図１０～１６を参照しつつ説明する。
【００５９】
　本実施形態に係る配線回路基板は、図１０～１６に示すように、貫通孔１３の内部を穴
埋め樹脂１４で充填した後、第１の導電層５と貫通孔１３内に充填した穴埋め樹脂１４と
を研磨除去して導電層５ａを肉薄化した後、基材１に導電層５ｃ（第２の導電層）を積層
することによって形成したものである。配線群を形成する方法は特に規定しないが、導電
層５ｃを形成した後、配線回路となる部分を感光性レジストにて被覆し、非被覆部分をエ
ッチング除去して形成すれば良い。尚、導電層５ｃの形成方法及び形成材料は、上述した
導電層５ａ及び５ｂと同じである。また、他の各層の形成方法及び形成材料は、第一実施
形態と同じであるので、繰り返しの説明を省略する。
【実施例】
【００６０】
　本発明の実施例について、配線回路基板の製造方法と、半導体装置の製造方法を含めて
説明する。
【００６１】
（実施例１）
　以下、実施例１について、図１及び図２を参照しつつ、図３から図９を用いて説明する
。
【００６２】
　実施例１に係る配線回路基板１００の製造方法は、貫通孔形成工程と、無機密着層形成
工程と、導電層・貫通電極形成工程と、ランド形成工程と、絶縁性樹脂層形成工程と、ビ
ア形成工程と、配線群・導通ビア形成工程とを含む。
【００６３】
　まず、貫通孔形成工程では、図３に示すように、基板１に対し、ピコ秒レーザーにて貫
通孔１３を形成した。基板１には、厚さが０．３ｍｍ、大きさが２００ｍｍ×２００ｍｍ
の矩形状の低膨張ガラス（熱伝導率：０．７Ｗ／ｍ・ｋ）を使用した。貫通孔１３として
、電気導電性を目的とする穴と、熱の導電を目的とするサーマルビアとを形成し、各々の
穴径はＴｏｐ５０μｍΦと１００μｍΦとした。
【００６４】
　無機密着層形成工程では、図４に示すように、基材１の表面に、０．０５μｍ厚のスパ
ッタＴｉ膜と、０．２μｍ厚のスパッタＣｕ膜とを連続して成膜し、基材１の表面と貫通
孔１３内に、無機密着層４ａ（第１の無機密着層）を形成した。
【００６５】
　導電層・貫通電極形成工程では、図５に示すように、導電層５ａを形成した。より詳細
には、基材１の両面の無機密着層４ａの上に、導電性材料を用いて電解銅めっき（熱伝導
率：４０Ｗ／ｍ・ｋ）により導電層５ａを形成した。これに加え、貫通孔１３内に、コン
フォーマル銅めっきにより、貫通孔１３内に貫通電極３（導電層５ａ）を形成した。導電
層５ａは、６μｍの膜厚とした。また、貫通電極３のスルーホール内部には、銀と銅粉と
有機樹脂の混合材料からなる導電性ペースト（熱伝導率：１０Ｗ／ｍ・ｋ）を真空印刷に
て充填した後、硬化させることにより、穴埋め樹脂１４を形成した。
【００６６】
　ランド形成工程では、まず、図６に示すように、基板１のガラス面をストッパー層とし
てケミカルポリッシュにて基板１の両面を研磨し、基材１の両面に形成した導電層５ａと
、無機密着層４ａと、貫通孔１３から突出した導電性ペースト（穴埋め樹脂１４）とを除
去した。次に、貫通電極３のスルーホールに充填した穴埋め樹脂１４の蓋として機能する
めっき（導電層５ｂ）を形成した。より詳細には、基板１の両面に、無機密着層４ａと同
様に、０．０５μｍ厚のスパッタＴｉ膜と、０．２μｍ厚のスパッタＣｕ膜とを連続して
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成膜して、無機密着層４ｂ（第２の無機密着層）を形成した。セミアディティブ法により
ランドパタン部６が開口した感光性レジストパターンを形成し、基材１に電解銅めっき（
導電層５ｂ）を厚さ５μｍで形成した。その後、図７に示すように、感光性レジストを剥
離し、基材１の表面のランドパタン部６以外にある無機密着層４ｂのＴｉ及びＣｕの積層
膜をウエットエッチングして、基材１に貫通電極３を配置したコア基板１０を形成した。
【００６７】
　絶縁性樹脂層形成工程及びビア形成工程では、図８に示すように、コア基板１０の両面
にエポキシ系樹脂からなるＡＢＦフィルム（味の素ファインテクノ社製）をラミネートし
て絶縁性樹脂７を形成した。ラミネート後、貫通電極３上の絶縁性樹脂層７にＵＶ－ＹＡ
Ｇレーザーにてビア孔を形成した。ここで、ビア孔の径は、貫通電極３の径よりも小径と
した。また、ＵＶ－ＹＡＧレーザー加工にて生じたビア孔内の塵を、アルカリ水溶液系の
処理液でデスミアしてクリーニングした。
【００６８】
　次に、配線群・導通ビア形成工程において、導通ビア９は、絶縁性樹脂７に形成したビ
ア孔内をコンフォーマル銅めっきにより充填することにより形成した。配線群８は、絶縁
性樹脂７の上に、シード層として無電解銅めっきを形成し、シード層の上にネガ形レジス
トにて配線群８（図９参照）に対応する部分が開口したレジストパターンを形成し、セミ
アディティブ法により、導電性材料として電解銅めっきを６μｍ厚で形成した後、レジス
ト及び不要部分のシード層を除去することによって形成した。配線群のＬＳ（ラインスペ
ース）値は、６μｍとした。
【００６９】
　その後、必要な配線層数に応じて、図８及び図９で説明した工程を繰り返し、図９に示
すように、基材１上に、配線群８と絶縁性樹脂７とが接続され、配線群８同士が導通ビア
９で電気的に接続された多層配線層を形成した。
【００７０】
　また、実施例１の半導体装置２００の製造方法としては、上述した配線回路基板の製造
方法で製造された配線回路基板１００に導通パッド１３を形成する導通パッド形成工程と
、導通パッド上に半導体素子１１を固定する半導体素子固定工程を含む方法を用いた。
【００７１】
　導通パッド形成工程では、基板１へ感光性のソルダーレジスト１２を積層して露光及び
現像を行い、Ｎｉ／Ａｕめっきにて導通パッド１３を形成した。
【００７２】
　半導体素子固定工程では、ハンダにより、導通パッド１３上に半導体素子１１を固定し
た。
【００７３】
　なお、実施例１では、片面の配線群８の層数を２層とし、表面の被覆層をソルダーレジ
スト１２とし、導通パッド１３表面の表面処理をＮｉ／Ａｕとしたが、これらの構成は、
特に限定するものではない。
【００７４】
（実施例２）
　以下、本発明例２について、図１及び図２と、図１０から図１６を用いて説明する。
【００７５】
　実施例２の配線回路基板１００の製造方法は、貫通孔形成工程と、無機密着層形成工程
と、導電層・貫通電極形成工程と、ランド形成工程と、絶縁性樹脂層工程と、ビア形成工
程と、配線群・導通ビア形成工程とを含む。
【００７６】
　まず、貫通孔形成工程では、図１０に示すように、基板１に対し、ピコ秒レーザーにて
貫通孔１３を形成した。基板１は、厚さが０．３ｍｍ、大きさが２００ｍｍ×２００ｍｍ
の矩形状の低膨張ガラス（熱伝導率：０．７Ｗ／ｍ・ｋ）で形成した。図１０に示すよう
に、貫通孔１３として、電気導電性を目的とする穴と、熱の導電を目的とするサーマルビ
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アとを形成し、各々の穴径はＴｏｐ５０μｍΦと１００μｍΦとした。
【００７７】
　次に、無機密着層形成工程では、図１１に示すように、基材１の両面に対し、０．０５
μｍ厚のスパッタＴｉ－Ｎｉ－Ｃｕの合金膜と０．２μｍ厚スパッタＣｕ膜とを連続して
成膜し、基材１の表面と貫通孔１３内に、無機密着層４ａを形成した。
【００７８】
　次に、導電層・貫通電極形成工程では、図１２に示すように、導電層５ａを形成した。
より詳細には、基材１の両面に対し、無機密着層４ａの上に、導電性材料を用いて電解銅
めっき（熱伝導率：４０Ｗ／ｍ・ｋ）により導電層５ａを形成した。これに加え、貫通孔
１３内に銅めっきを充填したコンフォーマルめっき構成により、貫通孔１３内に貫通電極
３（導電層５ａ）を形成した。導電層５ａは、８μｍの膜厚とした。また、貫通電極３の
スルーホール内部には、銀と銅粉と有機樹脂の混合材料からなる導電性ペースト（熱伝導
率：１０Ｗ／ｍ・ｋ）を真空印刷にて充填した後に硬化させ、穴埋め樹脂１４を形成した
。
【００７９】
　次に、ランド形成工程では、ケミカルポリッシュにて基材１上の積層の厚さが３μｍに
なるまで研磨して貫通孔１３から突出した導電性ペーストを除去した後、図１３に示すよ
うに、スルーホール部の導電性ペーストの蓋として機能するめっきとして、基材１の表面
に電解銅めっきにより導電層５ｃを厚さ５μｍで形成した。さらに、ランド形成工程では
、図１４に示すように、貫通電極３の両端にランド６を形成するために、サブトラクティ
ブ法にて、感光性レジストでランド６を被覆したレジストパターンを形成し、基材１の表
面のランド６以外の部分の銅めっき（導電層５ｃ）と、無機密着層４ｂのＴｉ－Ｎｉ－Ｃ
ｕの合金膜とをウエットエッチングして、基材１に貫通電極３を配置したコア基板１０を
形成した。
【００８０】
　次に、絶縁性樹脂層工程及びビア形成工程では、図１５に示すように、コア基板１０の
両面にポキシ系樹脂からなるＡＢＦフィルム（味の素ファインテクノ社製）をラミネート
して絶縁樹脂層７を形成した後、貫通電極３上の絶縁性樹脂層７にＵＶ－ＹＡＧレーザー
にてビア孔を形成した。ビア孔の径は、貫通電極３の径よりも小径とした。また、ＵＶ－
ＹＡＧレーザー加工にて生じたビア孔内の塵を、アルカリ水溶液系の処理液でデスミアし
てクリーニングした。
【００８１】
　次に、配線群・導通ビア形成工程において、導通ビア９は、絶縁性樹脂７に形成したビ
ア孔内をコンフォーマル銅めっきにより充填することにより形成した。配線群８は、絶縁
性樹脂７の上に、シード層として無電解銅めっきを形成し、シード層の上にネガ形レジス
トにて配線群８（図１６参照）に対応する部分が開口したレジストパターンを形成し、セ
ミアディティブ法により、導電性材料として電解銅めっきを８μｍ厚で形成した後、レジ
スト及び不要部分のシード層を除去して、配線群８を形成した。配線群のＬＳ（ラインス
ペース）値は１０μｍとした。
【００８２】
　また、本発明例２の半導体装置２００の製造方法としては、上述した配線回路基板の製
造方法で製造された配線回路基板１００に導通パッドを形成する導通パッド形成工程と、
導通パッド上に半導体素子１１を固定する半導体素子固定工程を含む方法を用いた。
【００８３】
　導通パッド形成工程では、基板１へ感光性のソルダーレジスト１２を積層して露光及び
現像を行い、Ｎｉ／Ａｕめっきにて導通パッド１３を形成した。
【００８４】
　半導体素子固定工程では、ハンダにより、導通パッド１３上に半導体素子１１を固定し
た。
【００８５】
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　なお、実施例２では、片面の配線群８の層数を２層とし、表面の被覆層をソルダーレジ
スト１２とし、導通パッド表面の表面処理をＮｉ／Ａｕとしたが、これらの構成は、特に
限定するものではない。
【００８６】
（比較例１）
　以下、比較例１について、図１７から図２３を用いて説明する。
【００８７】
　比較例の配線回路基板１００を製造する方法では、まず、図１７に示すように、基板１
に対し、ピコ秒レーザーにて貫通孔１３を形成した。基板１は、厚さが０．３ｍｍ、大き
さが２００ｍｍ×２００ｍｍの矩形状の低膨張ガラス（熱伝導率：０．７Ｗ／ｍ・ｋ）で
形成した。貫通孔１３として、電気導電性を目的とする穴と、熱の導電を目的とするサー
マルビアとを形成し、各々の穴径はＴｏｐ５０μｍΦと１００μｍΦとした。
【００８８】
　次に、図１８に示すように、基材１の両面に対し、スパッタにて、０．０５μｍ厚のＴ
ｉ膜と０．２μｍ厚のＣｕ膜とを成膜し、基材１の表面と貫通孔１３内に無機密着層４ａ
を形成した。
　次に、図１９に示すように、無機密着層４ａの上に、導電層５ａを形成した。より詳細
には、導電性材料を用いて電解銅めっき（熱伝導率：４０Ｗ／ｍ・ｋ）により基材１の両
面に導電層５ａを形成した。これに加え、貫通孔１３内にコンフォーマル銅めっきにより
、貫通孔１３内に貫通電極３（導電層５ａ）を形成した。導電層５ａの膜厚は６μｍとし
た。また、貫通電極３のスルーホール内部は、有機樹脂と酸化珪素のフィラーの混合材料
からなる穴埋め樹脂９４（熱伝導率：０．６Ｗ／ｍ・ｋ）を真空印刷にて充填し硬化させ
た。
【００８９】
　次に、図２０に示すように、ケミカルポリッシュにて基材１上の積層の厚さが３μｍに
なるまで研磨して貫通孔１３から突出した穴埋め樹脂１４を除去した後、スルーホール部
の穴埋め樹脂９４の蓋として機能するめっきとして、基材１の表面に電解銅めっき（導電
層５ｃ）を厚さ５μｍで形成した。
【００９０】
　次に、図２１に示すように、貫通電極３と電気的に導通のとれた配線群８を形成するた
めに、感光性レジストで配線群８を被覆したレジストパターンを形成し、基材１の表面の
、配線群８以外の銅めっきと無機密着層４ｂのＴｉ，Ｃｕスパッタ膜とをウエットエッチ
ングして、基材１に導電層５と貫通電極３を配置したコア基板１０を形成した。
【００９１】
　次に、図２２に示すように、コア基板１０の両面にエポキシ系樹脂からなるＡＢＦフィ
ルム（味の素ファインテクノ社製）をラミネートして絶縁性樹脂７を形成し、貫通電極３
上の絶縁性樹脂層７にＵＶ－ＹＡＧレーザーにてビア孔を形成した。ここで、ビア孔の径
は、貫通電極３の径よりも小径とした。また、ＵＶ－ＹＡＧレーザー加工にて生じたビア
孔内の塵を、アルカリ水溶液系の処理液でデスミアしてクリーニングした。
【００９２】
　次に、コンフォーマルめっきにより導通ビアを形成した。導通ビアの内径は６μｍとし
た。さらに、絶縁性樹脂７の上に、シード層として無電解銅めっきを形成し、シード層の
上にネガ形レジストにて配線群８（図２３参照）に対応する部分が開口したレジストパタ
ーンを形成し、セミアディティブ法により、導電性材料として電解銅めっきを８μｍ厚で
形成した後、レジスト及び不要部分のシード層を除去して、配線群８を形成した。配線群
８のＬＳ値は、１０μｍとした。
【００９３】
　また、比較例１の半導体装置２００の製造方法では、上述した配線回路基板の製造方法
で製造された配線回路基板１００に対し、基板１へ感光性のソルダーレジスト１２を積層
して露光及び現像を行い、Ｎｉ／Ａｕめっきにて導通パッド１３を形成した。そして、ハ
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ンダにより、導通パッド１３上に半導体素子１１を固定した。
【００９４】
（比較例２）
　比較例２に係る半導体装置は、基板１に形成する貫通孔１３を電気導電性を目的とする
穴のみとし、サーマルビアを形成しなかったことを除いて、比較例１に係る半導体装置と
同様に製造した。基板１に形成した貫通孔１３の穴径はＴｏｐ５０μｍとした。
【００９５】
（比較例３）
　比較例３に係る半導体装置は、無機密着層４ａを形成しなかったことを除いて、実施例
１に係る半導体装置と同様に製造した。
【００９６】
（熱伝導性の評価）
　実施例１及び２、並びに、比較例１及び２で作製した半導体装置を用いて熱伝導性を評
価した。熱伝導性は、熱抵抗（Ｒｊａ［℃／Ｗ］：半導体部品のジャンクション－周囲温
度間熱抵抗）によって判断した。熱抵抗は、値が高いほど、温度が伝わりにくいことを示
す。周囲温度の測定にはＴ型熱電対（線径Φ０．８ｍｍ：銅－コンスタンタン）を使用し
、ジャンクション温度の測定にはサーマルチップを使用することとした。サーマルチップ
内のダイオードはジャンクション温度を求めるために、抵抗は発熱源として使用した。ジ
ャンクション温度は、温度によるダイオード両端の電圧降下を利用して求めた。
【００９７】
　表１に実施例１及び２と、比較例１及び２に係る半導体装置を用いて測定した熱抵抗の
値を示す。
【表１】

【００９８】
　表１に示すように、実施例１及び２に係る半導体装置の熱抵抗値は、比較例１及び２の
いずれの半導体装置の熱抵抗より低い値となった。したがって、貫通電極３の内の第１の
導電層５の内側を、熱伝導性を有する穴埋め樹脂１４にて充填し、貫通電極３の上下端を
第２の導電層で覆うことで、配線回路基板１００が、半導体素子１１からの熱を基板１の
配線群と貫通電極３とを介して熱伝導により放熱できることが確認された。また、貫通電
極３内部を熱伝導率の高い穴埋め樹脂１４で充填することにより、比較例１に比べ熱低効
率が約３割向上することが確認された。
【００９９】
　比較例１に係る半導体装置には、熱伝導を目的とするサーマルビアが形成されているが
、サーマルビア内に充填された穴埋め樹脂９４の熱伝導率が低く、この熱伝導率の低い穴
埋め樹脂９４がサーマルビアの体積の約７割を占めていることから、実施例１及び２に比
べて、放熱性が低いことが確認された。比較例２に係る半導体装置には、サーマルビアが
形成されていないため、放熱性が低いことが確認された。
【０１００】
　実施例１及び２、比較例1及び２では、無機密着層４を形成し導電層５を形成すること
で、低膨張ガラスからなる基板１と高い密着性を実現した。しかし、無機密着層４ａを形
成しなかった比較例３の場合には、基板１への導電層の密着が得られず、配線回路基板を
得ることができなかった。
【０１０１】
　また、本実施例１により、基板１表面の第１の導電層を除去し、第２の無機密着層と第
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２の導電層５を形成することで基板１の直上の導電層の厚みの制御が容易で、且つ、穴埋
め樹脂１４の表面とともに基板１と導電層５の密着性の高い配線回路基板１００を得るこ
とが可能であることを確認した。
【０１０２】
　また、本実施例２により、基板１表面の第１の導電層を薄肉化し、第２の導電層５を形
成することで、第２の無機密着層の形成工程を省略でき、且つ薄肉化した第１の導電層と
第２の導電層の密着性が高く、且つ、穴埋め樹脂１４の表面と第２の導電層の密着性の高
い配線回路基板１００を得ることが可能であることを確認した。
【０１０３】
　以上説明したように、本発明によれば、半導体素子１１の発熱を、配線回路基板１００
の貫通電極３を介してプリント基板に放熱することが可能であり、かつ、基板１からの導
電層５の剥離を防止することが可能であるとともに、充分な信頼性を有する配線回路基板
１００及び半導体装置２００を提供することが可能であることを確認した。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本発明は、パッケージ基板と半導体素子との間に介在する配線回路基板や、半導体素子
を接続するための配線回路基板を備える半導体装置に利用可能である。
【符号の説明】
【０１０５】
　１…基材、２…電解銅めっき、３…貫通電極、４ａ…無機密着層（第１の無機密着層）
、４ｂ…無機密着層（第２の無機密着層）、５ａ…導電層（第１の導電層）、５ｂ…導電
層（第２の導電層）、５ｃ…導電層（第２の導電層）６…ランド、７…絶縁性樹脂層、８
…配線群、９…導通ビア、１０…コア基板、１１…半導体素子、１２…ソルダーレジスト
、１３…貫通孔、１４・・・穴埋め樹脂、１００…配線回路基板、２００…半導体装置
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